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DENEY-5:TRANSISTORLER

Deneyin Amaci:

Temel yar1 iletken elamanlardan BJT’in davraniginin test edilmesi, incelenmesi ve bazi
karakterisliklerinin incelenmesi

Deney-5 Hazirhk Calismalari:

1)Transistorlerin  ¢alisma  bolgelerini  inceleyiniz. Neye goére ¢alisma  bdlgeleri
belirlenir,aciklayiniz.

2)Transistorlerin kullanim yerleri hakkinda bilgi veriniz.
3)Transistoriin saglamlik testi nasil yapilir,agiklayimiz

4)Sekildeki potansiyometrenin  durumuna gore transistoriin kesim ve doyuma girme
durumlarini inceleyiniz.

5)Anahtarlama aninda transistoriin davraniglarini aragtiriniz.

6)Uygulamadaki devrelerin simulasyonu —proteus hazirlayarak getiriniz.
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Deney-S Teori:

Transistorler p ve n tipi malzeme kullanilarak elde edilen ,anahtarlama devreleri ve yiikseltme
devrelerinde kullanilan elektronik devre elamanidir. Transistor genelde akim kontrollii devre
elaman1 olmasma ragmen bazilar1 gerilim kontrolliidiir. Akim kontrolli devre elamani
demek,elamanin iletime gecip gegcmemesi akim ile kontrol ediliyor demektir.



BJT Transistorler:

Bunlar iki polarmali birlesim yiizeyli transistor olarak da isimlendirilir.N ve p tipi malzemeler
kullanilarak npn veya pnp seklinde dizilmis ii¢ ayri1 iletkenin birlesiminden olusmustur.Ug
bacakli devre elamanlaridir.

e - Her iki transistoriin ¢alisma sekilleri birbirine
N P benzemekle birlikte akim yonleri ters ve
besleme gerilimlerinin isareti farklidir. BJT
transistorlerinin iletime ge¢memesi beyz
akiminin  biiytikligii  ile  belirlenir.BJT
e ¥ transistorlerin  beyz ucu tetiklendiginde
kollektdor —emitdr arasinin direng degeri
azalarak  akim  geg¢irir.Kollektor-emitor
E - arasindan gecen akimin degeri beyz ucuna
NPN Tipi Transistor PNP Tipi Transistér uygulanan tetikleme akiminin miktarina
baghdir.Yani beyz akimi arttikca emitor
akimi da artacaktir.
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BJT Transistoriin Kodlanmasai:

Glinlimiizde transisor kodlamasinda kullanila 4 temel standart vardir.Bunlar iginde
kullanacaklarimiz Avrupa Standarti,Amerikan Standartidir.

Avrupa Standart:Iki veya ii¢ harf ile iki veya ii¢ rakamin bir arada kullanildig1 standarttir.Bu
standartta ilk harf transistoriin yapildigi yar iletken cinsini verir.Ornegin A harfi transistdriin
Ge yapildigini,B harfi transistoriin Si yapildigini gosterir.Kullanilan ikinci harf transistoriin
cinsini ve kullanim alanin1 gosterir.

Amerikan Standart:ilk rakam 1 ise malzemenin diyot oldugunu,2 ise transistér oldugunu
gosterir.ikinci harf malzemenin neyden yapildigini gosteri. ORNEGIN 2N575 malzememin
transistor ve silisyumdan yapildigini gosterir

Transistorlii Anahtarlar:
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Gecis Ozesrisi

BJT transistorler temelde iigcbdlgede ¢alisir.Bunlar kesim bolgesi,doyum bolgesi ve dogrusal
calisma bolgesidir.
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Aktif bolgede calisma sartlari:Baz-emitor jonksiyonu ileri dngerilimli olmalidir.Bu durumda
silisyumdan imal edilen bir transistor i¢in Vgg=0.7 volt olmalidir.Baz-kollektor eklemi ters
ongerilimli olmalidir.Bu durumda transistor iletimdedir yani

0<Ic<ICmax OLMALIDIR.
0<VcE<vce

Kesim bolgesinde calisma sartlari: Baz-emitor jonksiyonu ters 6Bngerilimlenir.Bu durumda
transistor agik devre gibidir.Yani;

Ic=Ig=0A
Vce=Vce-(IcxRC) OLMALIDIR.
Vce=Vce

Doyum bdélgesinde ¢alisma sartlari:Hem kollektor-baz jonksiyonu hemde emitor-baz
jonksiyonu ileri 6ngerimlenir.Bu durumda transistor kisa devre gibidir.

Vce=0 OLMALIDIR.

VCC-VCE
Rc

Icmax =

Anahtarlama Aninda Transistorlerin Davramsi:

Sekildeki devrenin girisine sekil 3 deki VI
(t) darbeleri uygulanirsa, V1 gerilim
seviyesi transistorii Q1 kesim noktasina, V2

I Re ] gerilim seviyesi Q2 doyma noktasina
: obtiiriir. Q1
: I"t: VAV — noktasindan Q2 noktasina gegis ¢ok hizlidur.
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DENEY-5 UYGULAMA:

Malzeme Listesi:

Olgii Aletleri:Digital multimetre,osiloskop

Gii¢ Kaynaklar1:Dc gii¢ kaynagi,sinyal generatorii

10kQ pot,10k2,2.2kQ2,2N3904 yada BC237 yada BC238




Uygulamalar:
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Sekildeki devreyi kurun.Ig ve Ic akimlarini 6lgecek
sekilde ampermetreleri baglayin.

a)Potansiyometre yardimiyla transistorii kesime
sokun.Ig ve Ic ve Vce degerlerini 6l¢iin.Ic=0 yapan
en biiyiik Vg gerilimini bulunuz.
b)Potansiyometre yardimiyla transistorii
aktifbolgede calistirin ve Iz —Ic ve Ic —Vce
degisimlerini belirleyip egrileri ¢izin.
c)Potansiyometre yardimiyla devreyi doyum
esigine kadar getirin.Potansiyometrenin bu
degerinden 12 Va kadar Ig Ic ve Vcg degerlerini
adim adim 6l¢iin.Ig-Ic ve Ic-Vcg degisimlerini
belirleyip egrileri ¢iziniz.

2)

Sekildeki devreyi kurunuz.Ig ve Ic
degerlerini dl¢egek sekilde ampermetrenizi
baglayimiz.

a) Girise 5V bagl iken transistoriin
hangi bolgede calistigini belirleyin.Ip
ve Ic ve VcE degerlerini kaydediniz.

b) Ayni deneyi girisi topraga baglayarak
yapiniz.
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Sekildeki devreyi kurunuz.

Girisine sinyal jeneratoriinden
1khz,10khzlik giris frekanslarinda giris ve
cikis dalga frekanslarinda giris ve cikis
dalga sekillerini inceleyin, dlgekli olarak
bunlar1 ¢iziniz.
Gecikme,ylikselme,uzama
siirelerini Ol¢iin.
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Hazirlayan:
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